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Questions de cours (05pts ) 

a) Montrer que pour un amplificateur quelconque les expressions des gains en courant et en tension ont pour relation : GvdB= 20Log|Gv|  et  GidB= 20Log|Gi|.

b)  Que représente l’effet boostrap  et l’effet  Miller dans un amplificateur quelconque ?
c) Donner la définition d’une réaction.

d) Donner la définition d’un amplificateur différentiel réel.  
e)  Citer les caractéristiques d’un amplificateur opérationnel idéal. 
f) Citer et expliquer les différentes classes d’un amplificateur de puissance.
g) Donner le modele basse fréquence et haute fréquence d’un transistor bipolaire et d’un transistor à effet de champ .
Exercice N°1( 03 pts)

 
Le circuit  de la figure 1, utilise un  transistor à effet de champ à canal N type PNP possédant les paramètres suivants : IGSS  =  50 pA, VGS  =  -15 V , gm = 4 mA/V. 
On donne : E = 12 V, RD =12 kΩ, RS = 3.3 kΩ , C1  = C2 = 10 uF.

Pour l’étude en régime dynamiques les capacités ont des impédances négligables et le modèle du transistor est supposé réel.
1) Déterminer le gain  en tension de cet étage amplificateur,  faire l’application numérique  dans le cas ou le modèle du transistor est du premier ordre (ρ→ ∞ ).

2) Montrer que la résistance d’entrée vue du générateur Ve est de l’ordre de 1/gm quand ρ→ ∞ .

Fig.1
Exercice N°2 (07 pts) 
 
On considère le montage amplificateur donné par la figure.2, dans lequel les impédances des capacités seront négligées aux fréquences de travail, les gains en courant statiques et dynamiques seront supposés égaux :   β = h21e = 100. VB1E1 = VB2E2 =  VBE = 0,7V.    
On donne : E = 15V, RE =  2,7 kΩ,    RC =12 kΩ, RE1 =  82 Ω,  RE2 =  3,3 kΩ, R1=  82 kΩ, R2=  680 kΩ, RL =  4,7 kΩ,   h12e = 0 et  h22e = 0 S. 
1 ) Décrire le montage : entré sortie.

2) Déterminer le courant Ic et la tension Vce de chaque transistor .
3) Déterminer la résistance d’entrée du premier étage ReT  et la résistance de charge du transistor T1.
4) Tracer  la droite de charge statique, la droite de charge dynamique et préciser les points d’intersection avec les axes pour le  transistor T2 .
5) Calculer le gain en tension AV0  de cet étage amplificateur en dB. 





















Fig.2
6) On suppose que l’impédance de la capacité C1 n’est plus négligeable, déterminer la nouvelle expression du gain en tension qu’on mettra sous la forme :

AV = AV0 /( 1 – j K), K étant fonction de ReT,  C1 et de la pulsation ω.
7) Exprimer le module du gain en tension, déduire l’expression de la fréquence de coupure basse à – 3 dB en fonction de ReT et C1 et donner la valeur numérique de cette fréquence quand C1  = 33 μF.
Exercice N°3 ( 05 pts)
On considère le filtre du second ordre représenté par la figure 3. L’amplificateur opérationnel utilisé est supposé idéal et fonctionnant en régime linéaire.


Fig.3
1°) Montrer que le montage peut être réduit sous la forme du schéma représenté par la figure  4, où l’amplificateur de gain K est une source commandée.
Fig.4
2°) Montrer que la fonction de transfert Vs/Ve est un filtre passe–bas du 2ème ordre .

3°) Si on prend R1 = R2  et K = 1+ε , montrer que la fonction de transfert peut être mise sous la forme :  Vs/Ve =  K  / ( 1 +  P /Qω0  +  P²/ω²0  ) . Déduire les relations de Q,  ω0  et et vérifier que le coefficient de surtension Q peut être ajusté de façon indépendante de la pulsation de résonance ω0 .


4°)  Si on suppose  que C1 = C2,,  tracer la courbe du coffécient de surtension Q en fonction de ε. .
- Fin -
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